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证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-062

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于设立孙公司实施高品质砷化镓晶片建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2025 年 11 月 6 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）

第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于设立孙公司实施“高品质砷化镓晶

片建设项目”的议案》，同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简

称“云南鑫耀”）与自然人刘广政共同出资 5,000 万元设立湖北鑫耀半导体材料

科技有限公司（暂定名，以下简称“湖北鑫耀”），并同意以控股孙公司湖北鑫

耀为主体实施“高品质砷化镓晶片建设项目”。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》

等相关规定，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

本次拟实施的项目需经国家有关部门批准或备案后方可实施。

二、拟设立孙公司的情况

（一）出资主体基本情况

1、云南鑫耀半导体材料有限公司

统一社会信用代码：915301000776173084

注册地址：云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666 号 2 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：48,152.159292 万元

法定代表人：包文东

成立日期：2013 年 09 月 10 日

经营期限：2013 年 09 月 10 日至无固定期限

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材
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料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动）。

截至目前，公司持有云南鑫耀 56.35%股权，云南鑫耀系公司控股子公司。

经查询，云南鑫耀征信良好，不属于失信被执行人。

2、刘广政，男，中国籍，中国科学院半导体研究所材料物理与化学工学博

士，高级职称，北京市通州区高层次引进人才，长期从事于半导体材料与器件以

及核心制造装备的学习、研究、生产及管理，专业知识扎实，经验丰富，并在多

个半导体相关产品的开发和产业化推动方面有成功案例。刘广政先生长期从事化

合物半导体的生产管理和技术研发，具备本项目所需的专业技术、管理需求和市

场资源。

刘广政先生与公司及云南鑫耀不存在关联关系。经公开查询，刘广政先生不

属于失信被执行人。

（二）拟设立的孙公司基本情况

公司名称：湖北鑫耀半导体材料科技有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册地址：湖北省黄冈市化工产业园外环路 9号

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：主要从事电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料

销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动）

经营期限：长期

湖北鑫耀注册资本为 5,000 万元，拟由云南鑫耀与自然人刘广政共同出资设

立。具体情况如下：

1、云南鑫耀以货币资金及实物（机器设备）的形式认缴出资 4500 万元。其

中：货币资金 1,259.40 万元；实物出资为云南鑫耀现有的砷化镓生产线 378 台

机器设备，该批设备经北京亚超资产评估有限公司评估，评估值为人民币

3,240.60 万元，公司以评估值 3,240.60 万元作价进行出资。上述云南鑫耀以实

物出资的资产运营情况良好，不存在设定担保等其他财产权利的情况，不存在涉

及该资产的诉讼、仲裁事项。

2、刘广政先生以货币资金形式认缴出资 500 万元。



3

双方认缴的出资额、出资比例及出资方式如下表所示：

出资方名称 认缴出资额（人民币） 出资比例 出资方式

云南鑫耀半导体材料

有限公司
4,500 万元 90% 货币出资、实物

刘广政 500 万元 10% 货币出资

合计 5,000 万元 100% ——

上述拟设立孙公司的相关信息最终以工商登记信息为准。

（三）出资协议的主要内容

云南鑫耀（甲方）拟与刘广政（乙方）签订《出资协议》，主要内容如下：

1、出资方式、出资额及出资比例

双方一致同意：

（1）甲方以货币资金及实物（机器设备）的形式认缴其全部出资。其中：

货币资金 1,259.40 万元，于 2025 年 12 月 31 日前足额存入湖北鑫耀开设的银行

账户；实物（机器设备）为甲方现有的砷化镓生产线 378 台机器设备。该批设备

经北京亚超资产评估有限公司评估，评估值为人民币 3,240.60 万元，甲方以评

估值 3,240.60 万元作价进行出资。甲方应于 2026 年 3 月 31 日前完成向湖北鑫

耀的实物交付及必要的权属转移手续，并提供相关财产权转移证明文件。

（2）乙方以货币资金 500 万元认缴其全部出资，于 2025 年 12 月 31 日前足

额存入湖北鑫耀开设的银行账户。

双方应按上述认缴期限履行出资义务。若任何一方未按期足额缴纳出资，除

应向湖北鑫耀足额缴纳外，还应向已按期足额缴纳的出资方支付违约金，违约金

计算方式为：逾期出资额×每日 0.5%×逾期天数。

2、湖北鑫耀治理结构

（1）股东会：湖北鑫耀股东会会议由股东按认缴出资比例行使表决权。

（2）董事：湖北鑫耀不设立董事会，设董事一名，该名董事由甲方提名并

经股东会选举产生。

（3）总经理：由董事聘任或解聘。总经理对董事负责，根据公司章程的规

定或者董事的授权行使职权，负责湖北鑫耀的日常经营管理工作。首任总经理由

乙方担任。

3、双方的权利与义务

（1）甲方的权利与义务：
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①按本协议约定缴纳出资，并享有资产收益权、参与决策权、选择管理者权、

知情权与监督权等权利。

②负责办理湖北鑫耀设立所需的工商登记等手续。

③协助湖北鑫耀建立规范的管理制度。

（2）乙方的权利与义务：

①按本协议约定缴纳出资，并享有资产收益权、参与决策权、选择管理者权、

知情权与监督权等权利。

②利用其多年从事化合物半导体生产管理、研发等专业技能和市场资源等，

为公司的经营发展提供支持。

4、湖北鑫耀设立后，股东在股权转让或是公司注册资本变动过程中，股东

享有优先购买权、优先认购权。

5、协议生效：本协议自甲方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章、乙

方签字之日起成立，自下述条件均获满足之日起生效：

（1）甲方董事会审议通过出资设立新公司的相关议案；

（2）本次出资设立湖北鑫耀事宜已取得甲方及其控股股东内部程序批准；

（3）本次湖北鑫耀拟实施的项目经国家有关部门批准或备案。

三、投资项目的基本情况

1、项目名称：高品质砷化镓晶片建设项目

2、实施主体：湖北鑫耀半导体材料科技有限公司

3、建设内容：在湖北省黄冈市高新技术产业园区下属化工园区新建厂房，

新增主要工艺设备及公辅设施，以及将现有砷化镓晶片生产线整体搬迁至新厂，

最终建成年产 70 万片 6英寸高品质砷化镓晶片生产线、配套年产 3万套半导体

级 4-6 英寸石英管生产线，以及依托本项目的公辅设施，建设产品研发中心。

4、建设地点：湖北省黄冈市高新技术产业园区下属化工园。

5、项目建设期：18 个月。

6、项目投资规模及资金来源：项目总投资 27,230.00 万元，其中：固定资

产投资 25,318.00 万元，铺底流动资金 1,912.00 万元。资金来源为自有资金及

金融机构贷款。

7、项目经济效益：经测算，本项目财务内部收益率为 22.56%，投资回收期

为 5.76 年（含建设期）。（风险提示：上述项目的经济效益测算是基于当前的
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市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现受项目的进展情况、宏

观经济环境、市场变化及经营团队努力程度等诸多因素的影响，存在一定的不确

定性，请投资者注意投资风险）

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、存在的风险及应对措施：

存在的风险：（1）市场风险。一是市场供需实际情况与预测值发生偏离。

产品销售市场将直接影响到产量、产值和利润的实现；二是项目产品市场竞争力

发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

上述市场情况变化将对项目盈利能力产生影响。（2）技术风险。如项目采用技

术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，将导致生产能

力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。（3）组织管理风险。

由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成；未能

制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。

应对措施：一是深入市场调研，加强前期准备与技术开发，严控产品质量，

根据市场变化，动态调整产品方向；二是优化内部管理，挖掘潜力，降低成本，

提升生产效率和产品质量；三是推进职工培训与人才引进，完善人才引进与留用

机制，增强技术与人才储备，依托成熟技术和经验，高薪引进管理与技术人才，

加强知识产权保护；四是成立项目领导小组，明确职责分工，有序推进项目实施。

2、本次投资的目的和对公司的影响

砷化镓是一种Ⅲ-V 族半导体先进材料，使用砷化镓晶片制造的半导体器件

具备高功率密度、低能耗、抗高温、高发光效率、抗辐射、高击穿电压等特性，

被广泛用于射频器件、激光器等产品。20 世纪 90 年代以来，砷化镓技术得以迅

速发展，并逐渐成为最成熟的半导体材料之一。近年来，在 5G 通信、新一代显

示、无人驾驶、人工智能、可穿戴设备等新兴市场需求的带动下，砷化镓晶片市

场规模逐步扩大。同时，由于需求升级，下游客户对半绝缘砷化镓产品尺寸及电

学参数等要求逐步提高，单晶生长工艺及设备需不断优化升级，以满足电子器件、

微波器件、激光器级砷化镓单晶需求。公司拟通过本次项目投资，紧抓产业发展

机遇，进一步扩大产能，提高工艺技术水平，加大核心关键技术的研发及成果转

化，推动设备优化升级，以满足新兴市场需求。此外，半导体级石英管作为生产

砷化镓晶片的高性能核心耗材，公司通过配套半导体级石英管生产线建设，既能
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优先满足产线需求，降低单位生产成本，灵活应对市场波动，同时，还可通过对

外销售半导体级的石英管，以更好地了解行业供应链情况，最终实现产能、质量

与成本控制的多维突破。

本项目实施完成后，子公司将具备年产 70 万片 6英寸高品质砷化镓晶片、3

万套半导体级 4-6 英寸石英管的产能。项目的实施能够满足当前客户需求并紧跟

未来下游需求的趋势。公司控股子公司云南鑫耀主营业务为砷化镓晶片、磷化铟

晶片的生产和销售，本次其设立控股子公司实施本项目，将产业发展前沿向市场

需求更为集中、技术支持及产业配套更加完善的地区逐步转移，有利于进一步增

强企业的核心竞争力、盈利能力以及研发能力，实现公司化合物半导体材料产业

的高质量发展。

五、备查文件

1、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议；

2、云南鑫耀半导体材料有限公司拟以资产出资涉及其持有的砷化镓生产线

378 台机器设备资产价值资产评估报告（北京亚超评报字（2025）第 01151 号）。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日


